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BKSCHREIBUNG ' 

Plasmabildschirm mit UV-Licht reflektierender Frontplattenbeschichtung 

Die Erfindung betrifft einen Plasmabilds chirm mit einer Frontplatte, die eine Glasplatte, 
auf der eine dielektrische Schicht und eine Schutzschicht aufgebracht sind, aufweist, einer 
5 Riickplatte, einer Anzahl von dazwischen angeordneten, durch Trennwande getrennte, Gas 
enthaltene Plasmazellen, und mehreren Elektroden auf der Frontplatte und der Riickplatte 
zur Erzeugung von stillen elektrischen Ladungen. 

Plasmabildschirme ermoglichen Farbbilder mit hoher Auflosung und sind von kompakter 

10 Bauweise. Ein Plasmabildschirm weist eine hermetisch abgeschlossene Glaszelle, die mit 
einem Gas gefiillt ist, mit gitterformig angeordneten Elektroden auf. Durch Anlegen einer 
elektrischen Spannung wird eine Gasentladung hervorgerufen, die Licht im ultravioletten 
Bereich erzeugt. Durch LeuchtstofFe wird dieses UV-Licht in sichtbares Licht umgewan- 
delt und durch die Frontplatte der Glaszelle zum Betrachter emittiert. 

15 , 

Prinzipiell unterscheidet man zwei Typen von Plasmabildschirmen: eine Matrixanordnung 
und eine koplanare Anordnung. Bei der Matrixanordnung wird die Gasentladung am 
Kreuzungspunkt zweier Elektroden auf der Front- und der Riickplatte geziindet und 
unterhalten. Bei der koplanaren Anordnung wird die Gasentladung zwischen den Elektro- 

20 den auf der Frontplatte unterhalten und am Kreuzungspunkt mit einer Elektrode, einer 
^ sogenannten Adresselektrode, auf der Riickplatte geziindet. Die Adr ess elektrode befindet 

sich in diesem Fall unter der LeuchtstofFschicht. Durch diese Anordnung gelangt die 
Halfte des bei Gasentladung erzeugten UV-Lichtes auf die Frontplatte, wo es in den 
dortigen Schichten absorb iert wird. Fiir einen Teil des UV-Lichtes wird dieser Effekt noch 

25 verstarkt, da das UV-Licht im Gasraum reabsorbiert wird, indem Gasatome vom Grund- 
zustand in einen energetisch hoheren Zustand angeregt werden. Das Licht wird z war 
anschliefiend wieder emittiert, wird aber aus seiner urspriinglichen Richtung abgelenkt, so 
dafi auch Licht, das sich urspriinglich in Richtung der LeuchtstofTschichten aiisgebreitet 
hat, auf die Frontplatte gelangen kann. 

30 
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Die Luminanz eines Plasmabildschirms hangt zu einem grofien Teil von der Effizienz des 
TJV-Lichtes ab, die Leuchtstoffe anzuregen. Urn die Luminanz zu erhohen ist von T. 
Murata, ?Y. Okita, S. Kobayashi, T. Shinkai und K. Terai in IEEJ, 1998, EP 98-61 ein 
Plasmabildschirm beschrieben, dessen Frontplatte neben einer Glasplatte, einer dielektri- 
schen Schicht und den Entladungselektroden eine UV-Licht reflektierende Schicht 
aufweist. Ein ahnlicher Aufbau einer Frontplatte wurde von denselben Autoren in IDW, 
1998, 539 — 542 beschrieben. In diesem Fall weist die Frontplatte zusatzlich noch eine ' 
Schutzschicht aus MgO auf und die UV-Licht reflektierende Schicht beflndet sich 

zwischen der dielektrischen Schicht und der Schutzschicht. In beiden Fallen hat diese 

> 

Schicht die Aufgabe, UV-Licht, welches in Richtung der Frontplatte emittiert wird, in 
Richtung der Leuchtstoffe zu reflektieren. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen Plasmabildschirm mit verbesserter 
Luminanz bereitzustellen. ( 

Diese Aufgabe wird gelost, durch einen Plasmabildschirm mit einer Frontplatte, die eine 
Glasplatte, auf der eine dielektrische Schicht und eine Schutzschicht aufgebracht sind, 
aufweist, einer Riickplatte, einer Anzahl von dazwischen angeordneten, durch Trennwande 
getrennte, Gas enthaltene Plasmazellen, und mehreren Elektroden auf der Frontplatte und 
der Riickplatte zur Erzeugung von stillen elektrischen Ladungen, dadurch gekennzeichnet, 
dafi auf der Schutzschicht eine UV-Licht reflektierende Schicht aufgebracht ist. 

Im Gegensatz zu der in IDW, 1998, 539 - 542 beschriebenen Frontplatte beflndet sich die 
UV-Licht reflektierende Schicht nicht zwischen der dielektrischen Schicht und der Schutz- 
schicht. Dies hat den Vorteil, dafi das UV-Licht nicht die Schutzschicht durchlauft, 
sondern direkt an der unteren Oberflache der Frontplatte reflektiert wird. Dadurch wird 
eine Absorption des UV-Lichtes in der Schutzschicht verhindert. Die zusatzliche Schutz- 
schicht im erfindungsgemafien Plasmabildschirm im Vergleich zu dem in IEEJ, 1998, EP 
98-61 schutzt die dahinter liegenden Schichten vor den hohen Ziindspannungen und 
Temperaturen, die fiir eine Plasmaentladung notig sind, beziehungsweise bei der PI asm a- 
entladung entstehen. 
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Es ist besonders bevorzugt, dafi die UV-Licht reflektierende Schicht Oxide der Zusammen- 
setzung M 2 0 wie Li 2 0 oder Oxide der Zusammensetzung MO, wobei M ausgewahlt ist 
aus der (jruppe Mg, Ca, Sr und Ba oder Oxide de,r Zusammensetzung M 2 0 3 , wobei M 
ausgewahlt ist aus der Gruppe B, Al, Sc, Y und La oder Oxide der Zusammensetzung 
M0 2 , wobei M ausgewahlt ist aus cler Gruppe Si, Ge, Sn, Ti, Zr und Hf oder Oxide der 
Zusammensetzung M'M" 2 0 4 , wobei M' ausgewahlt ist aus der Gruppe Mg, Ca, Sr und Ba 
und M" ausgewahlt ist aus der Gruppe Al, Sc, Y und La oder Fluoride der Zusammen- 
setzung MF, wobei M ausgewahlt ist aus der Gruppe Li, Na, K, Rb, Cs und Ag oder - 
Fluoride der Zusammensetzung MF 2 , wobei M ausgewahlt ist aus der Gruppe Mg, Ca, Sr, 
Ba, Sn, Cu, Zn und Pb oder Fluoride der Zusammensetzung MF 3 , wobei M ausgewahlt ist 
aus der Gruppe La, Pr, Sm, Eu, Gd, Yb und Lu oder Fluoride der Zusammensetzung 
M'M"F 3 , wobei M 1 ausgewahlt ist aus der Gruppe Li, Na, K, Rb und Cs und M" ausge- 
wahlt ist aus der Gruppe Mg, Ca, Sr und Ba oder Phosphate der Zusammensetzung 
M 3 P0 4 , wobei M ausgewahlt ist aus der Gruppe Li, Na, K, Rb und Cs oder Phosphate der 
Zusammensetzung M 3 (P0 4 ) 2 , wobei M ausgewahlt ist aus der Gruppe Mg, Ca, Sr und Ba 
oder Phosphate der Zusammensetzung MP0 4 , wobei M ausgewahlt ist aus der Gruppe Al, 
Sc, Y, La, Pr, Sm, Eu, Gd, Yb und Lu oder Phosphate der Zusammensetzung M 3 (P0 4 ) 4 , 
wobei M ausgewahlt ist aus der Gruppe Ti, Zr und Hf oder Metaphosphate mit einer 
Kettenlange n zwischen 3 und 9 und der Zusammensetzung (M x P0 3 ) n , wobei x = 1, wenn 
M ausgewahlt ist aus der Gruppe Li, Na, K, Rb und Cs, x = V 2 , wenn M ausgewahlt ist aus 
der Gruppe Mg, Ca, Sr, Ba, Sn, Cu, Zn und Pb, x = V 3 , wenn M ausgewahlt ist aus der 
Gruppe Al, Sc, Y, La, Pr, Sm, Eu, Gd, Yb und Lu und x = V 4 , wenn M ausgewahlt ist aus 
der Gruppe Ti, Hf und Zr oder Polyphosphate mit einer Kettenlange n zwischen 10 1 und 
10 6 und der Zusammensetzung (M x PO 3 ) 0 , wobei x = 1, wenn M ausgewahlt ist aus der 
Gruppe Li, Na, K, Rb und Cs, x = 7 2 , wenn M . ausgewahlt ist aus der Gruppe Mg, Ca, Sr, 
Ba, Sn, Cu, Zn und Pb, x = V 3 , wenn M ausgewahlt ist aus der Gruppe Al, Sc, Y, La, Pr^ 
Sm, Eu, Gd, Yb und Lu und x = V 4 , wenn M ausgewahlt ist aus der Gruppe Ti, Hf und Zr 
oder Hydrogenphosphate der MH 2 P0 4 , wobei M ausgewahlt ist aus der Gruppe Li, Na, 
K, Rb und Cs oder NH 4 H 2 P0 4 oder Diamant enthalt. 
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Teilchen dieser Zusammensetzungen zeigen im Wellenlangenbereich von 147 bis 700 nm 
keine oder nur geringe Absorption, und widerstehen den hohen Temperaturen wahrend der 
HerstellUng eines Plasmabildschirms. AufSerdem lassen sich diese Teilchen mit Teilchen- 
durchmessern zwischen 10 nm und 500 nm herstellen. 

Es kann bevorzugt sein, dafS die UV-Licht reflektierende Schicht Teilchen mit einem 
Teilchendurchmesser zwischen 200 nm und 500 nm enthalt. 

Teilchen dieses Durchmessers weisen eine deutlich grdfiere Lichtstreuung im UV- Wellen- 
langenbereich als im sichtbaren Wellenlangenbereich auf. 

In dieser Ausfiihrungsform istes bevorzugt, dafi die UV-Licht reflektierende Schicht eine 
Dictce von 0.5 um bis 5 um aufweist. 

Neben dem Streuverhalten der einzelnen (isolierten) Teilchen und seine Wellenlangenab- 
hangigkeit, spielt auch die Dicke der Schicht aus streuenden Teilchen eine Rolle. So kann 
die Reflexion einer Schicht aus weniger stark streuenden Teilchen grofi sein, wenn die 
Schichtdicke gro{? ist. Durch Verwendung von Teilchen mit einem Teilchendurchmesser 
zwischen 200 nm und 500 nm und einer Schichtdicke von 0.5 um bis 5 um wird eine 
UV-Licht reflektierende Schicht erhalten, die im Wellenlangenbereich der Plasmaemission 
stark reflektiert und im Bereich der sichtbaren Emission der LeuchtstofFe transmittiert. 

Es kann auch bevorzugt sein, dafl die UV-Licht reflektierende Schicht Agglomerate aus 
Teilchen mit einem Teilchendurchmesser zwischen 10 nm und 200 nm enthalt. 

Teilchen mit einem Teilchendurchmesser zwischen 10 nm und 200 nm streuen kein UV- 
Licht und somit zeigen auch Schichten aus diesen Teilchen keine nennenswerte Reflexion. 
Wlrd durch geeignete MafSnahmen dafur gesorgt, daf? die Teilchen Agglomerate bilden, 
die wesentlich grower als 100 nm sind, verhalt sich die Schicht optisch wie eine Schicht aus 
grofteren Teilchen. Die Wechselwirkung des Lichtes mit den Agglomeraten wird sowohl 
durch die Grofie der Agglomerate als auch durch den Teilchendurchmesser der die Agglo- 
merate bildenden Teilchen bestimmt. Ebenfalls hat auch die Dichte- und Brechungs index- 
variation in den Agglomeraten Einfluft auf die Wellenlangenabhangigkeit der Reflexion. 
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In dieser Ausfiihrungsform ist es bevorzugt, daft die UV-Licht reflektierende Schicht eine 
Dicke vc3n 0.2 um bis 10 um aufweist. 

5 Es ist aufterdem bevorzugt, daft die UV-Licht reflektierende Schicht die Schutzschicht 
komplett oder nur zum Teil bedeckt. 

Eine teilweise Bedeckung der Schutzschicht mit der UV-Licht reflektierenden Schicht 
fuhrt schon zu erheblicher Verbesserung der Luminanz. Fiir die Plasmaentladung kann es 
10 von Vorteil sein, die Schutzschicht, die meistens aus MgO ist, nur teilweise zu bedecken. 
Denn durch die Schicht aus MgO wird die fur die Ziindung des Plasmas notige Spannung 
gesenkt. 

Im folgenden soil anhand von zwei Figuren und acht Ausfiihrungsbeispielen die Erfindung 
15 naher erlautert werden. Dabei zeigt 

Fig. 1 den Aufbau und das Funktionsprinzip einer einzelnen Plasmazelle in einem 

AC- Plasmabilds chirm und 
Fig. 2 , das Reflexionsverhalten einer erfindungsgemaften UV-Licht reflektierenden 

20 Schicht. 

Gemaft Fig. 1 weist eine Plasmazelle eines AC-PIasmabildschirms mit einer koplanaren 
Anordnung eine Frontplatte 1 und eine Ruckplatte 2 auf. Die Frontplatte 1 enthalt eine 
Glasplatte 3, auf der eine dielektrische Schicht 4 und darauf eine Schutzschicht 5 aufge- 

25 bracht sind. Die Schutzschicht 5 ist bevorzugt aus MgO und die dielektrische Schicht 4 ist 
beispielsweise aus PbO-haltigem Glas. Auf die Glasplatte 3 sind parallele, streifenfbrmige 
Entladungselektroden 6,7 derart aufget>racht, daft sie von der dielektrischen Schicht 4 
bedeckt sind. Die Entladungselektroden 6,7 sind zum Beispiel aus Metall oder ITO. Auf 
der Schutzschicht 5 ist eine UV-Licht reflektierende Schicht 8 aufgebracht, welche Strah- , 

30 lung 12 im UV-Bereich reflektiert und sichtbares Licht 14 transmittiert. Die Ruckplatte 2 
ist aus Glas urid auf der Ruckplatte 2 sind parallele, streifenfbrmige, senkrecht zu den 
Entladungselektroden 6,7 verlaufende Adresselektroden 11 aus beispielsweise Ag aufge- 


■.; : . . .. .. : -.. : PHD 99-118 

bracht. Diese sind von Phosphorschichten 10 in einer der drei Grundfarben rot, griin oder 
blau bedeckt. Die einzelnen Phosphorschichten 10 sind durch vorzugsweise aus dielektri- 
schem Material bestehende Trennwande 13, sogenannte Barrieren, getrennt. 

In der Entladungskavitat, als auch zwischen den Entladungselektroden 6,7, von denen 
jeweils eine als Kathode bzw. Anode wirkt, befindet sich ein Gas, vorzugsweise ein Edelgas- 
gemisch aus beispielsweise He, Ne, Xe oder Kr. Nach Ziindung der Oberflachenentladung, 
wodurch Ladungen auf einem zwischen den Entladungselektroden 6,7 im Plasrhabereich 9 
liegenden Entladungsweg fliefien konnen, bildet sich im Plasmabereich 9 ein Plasma, durch 
das je nach der Zusammensetzung des Gases Strahlung 12 im UV-Bereich, insbesondere ' 
im VUV-Bereich, erzeugt wird. Diese UV-Strahlung 12 regt die Phosphorschichten 10 
zum Leuchten an, die sichtbares Licht 14 in den drei Grundfarben emittieren, das durch 
die Frontplatte 1 nach aufien tritt undsomit einen Ieuchtenden Biidpunkt auf dem Bild- 
schirm darstellt. 

Die dielektrische Schicht 4 iiber den transparenten Entladungselektroden 6,7 dient unter 
anderem bei AC-Plasmabildschirmen dazu, eine direkte Entladung zwischen den aus 
leitfahigem Material bestehenden Entladungselektroden 6,7 u'nd damit die Ausbildung 
eines Lichtbogens bei Ziindung der Entladung zu unterbinden. 

Zur Herstellung einer Frontplatte 1 mit einer UV-Licht reflektierenden Schicht 8 werden 
zunachst auf einer Glasplatte 3, deren Grofie der gewiinschten Bildschirmgrofie entspricht, 
mittels Aufdampfverfahren die Entladungselektroden 6,7 aufgebracht. Anschliefiend wird 
eine dielektrische Schicht 4 und auf der dielektrischen Schicht 4 eine Schutzschicht 5 
aufgebracht. 

Fur die UV-Licht reflektierende Schicht 8 werden zunachst Suspensionen der Teilchen mit 
dem gewiinschten Teilchendurchmesser hergestellt. Als Teilchen konnen beispielsweise 
Oxide, Fluoride, Phosphate, Metaphosphate oder Polyphosphate von verschiedenen 
Hauptgruppen- oder Nebengruppenmetallen verwendet werden. Als Oxide konnen zum 
Beispiel die Oxide der 1 . Hauptgruppe wie Li 2 0 oder Oxide der 2. Hauptgruppe wie 
MgO, Cad, SrO sowie BaO oder Oxide der 3. Hauptgruppe wie zum Beispiel B 2 0 3 und 


-. . PHD 99-118 

'■7'.. : " '•' • ' 

A1 2 0 3 oder Oxide der 3. Nebengruppe wie Sc^O^ Y 2 0 3 und La 2 0 3 oder Oxide der 4. 
Hauptgruppe wie beispielsweise Si0 2 , Ge0 2 und Sn0 2 oder Oxide der 4. Nebengruppe 
wie Ti0 2J Zr0 2 ' und Hf0 2 oder gemischte Oxide wie MgAl 2 0 4 , CaAl 2 0 4 oder BaAl 2 0 4 
eingesetzt werden. Als Fluoride konnen zum Beispiel Fluoride der 1. Hauptgruppe wie 
LiF, NaF, KF, RbF und CsF oder Fluoride der 1. Nebengruppe wie AgF oder Fluoride der 
2. Hauptgruppe wie MgF 2 , CaF 2 , SrF 2 und BaF 2 oder Fluoride der 4. Hauptgruppe wie 
SnF 2 und,PbF 2 oder Fluoride der 1. Nebengruppe wie CuF 2 oder Fluoride der 2. Neben : 
gruppe wie ZnF 2 oder Fluoride der Lanthaniden wie LaF 3 , PrF 3 , SmF 3 , EuF 3> GdF 3 , YbF 3 
und LuF 3 oder gemischte" Fluoride wie LiMgF 3 und KMgF 3 zum Einsatz kommen. Als 
Phosphate konnen beispielsweise Phosphate der 1. Hauptgruppe wie Li 3 P0 4> Na 3 P0 4 , 
K 3 P0 4 , Rb 3 P0 4 und Cs 3 P0 4 oder Phosphate der 2. Hauptgruppe wie Mg 3 (P0 4 ) 2 , 
Ca 3 (P0 4 ) 2> Sr 3 (P0 4 ) 2 oder Ba 3 (P0 4 ) 2 oder Phosphate der 3. Hauptgruppe wie A1P0 4 oder 
Phosphate der 3. Nebengruppe wie ScP0 4 , YP0 4 und LaP0 4 oder Phosphate der 
Lanthaniden wie LaP0 4 , PrP0 4 , SmP0 4 , EuP0 4 , GdP0 4) YbP0 4 und LuP0 4 oder 
Phosphate der 4. Nebengruppe wie Ti 3 (P0 4 ) 4 , Zr^POj^ und Hf 3 (P0 4 ) 4 verwendet 
werden. Als Metaphosphate mit einer Kettenlange n zwischen 3 und 9 konnen zum 
Beispiel Metaphosphate der 1. Hauptgruppe wie Li 3 (P0 3 ) 3 , Na 3 (P0 3 ) 3 , K 3 (P0 3 ) 3 , 
Rb 3 (P0 3 ) 3 und Cs 3 (P0 3 ) 3 oder Metaphosphate der 2. Hauptgruppe wie Mg(P0 3 ) 2 , 
Ca(P0 3 ) 2 , Sr(P0 3 ) 2 und Ba(P0 3 ) 2 oder Metaphosphate der 3. Hauptgruppe wie A1(P0 3 ) 3 
oder Metaphosphate der 3. Nebengruppe wie Sc(P0 3 ) 3 , Y(P0 3 ) 3 und La(P0 3 ) 3 oder 
Metaphosphate der 4. Nebengruppe wie Ti(P0 3 ) 4) Zr 3 (P0 3 ) 4 und Hf(P0 3 ) 4 oder 
Zn(P0 3 ) 2 eingesetzt werden. Als Polyphosphate konnen beispielsweise Polyphosphate 
(M x P0 3 ) n der Metalle Li, Na, K, Rb, Cs, Mg, Ca, Sr, Ba, Al, Sc, Y, La, Ti, Zr, Hf, Zn Pr, 
Sm, Eu, Gd, Yb oder Lu mit einer Kettenlange n zwischen 10 1 und 10 6 und mit einem 
Wert fiir x, der je nach Oxidationsstufe des verwendeten Metalles zwischen 0.25 und 1 
liegt, Verwendung finden. Bei all diesen Polyphosphaten konnen Metall-Kationen partiell 
auch durch Protonen ersetzt sein. Es konnen aber auch Hydrogenphosphate wie 
beispielsweise KH 2 P0 4 , NaH 2 P0 4 und NH 4 H 2 P0 4 oder Diamant in der UV-Licht 
reflektierenden Schicht 8 verwendet werden. 
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Alternativ Icon n en die Suspensionen auch Vorstufen zu den erflndungsgemafSen Teilchen 
enthalten, die dann durch thermische Behandlung in die gewiinschten Teilchen iiberfuhrt 
werden. So kann beispielsweise eine Suspension mit Mg(OH) 2 nach Aufbringen auf die 
Schutzschicht 5 thermisch in eine Schicht aus MgO uberfuhrt werden. 

Die Herstellung der Suspensionen erfolgt bevorzugt in wafiriger Losung. In manchen 
Fallen kann es notwehdig sein, mit organischen Ldsungsrhittelsystemen zu arbeiten, bei- 
spielsweise wenn das verwendete Pulver mit Wasser chemisch reagiert oder sich darin lost. 

10 Die Herstellung der Suspensionen erfolgt je nach Material und Teilch en durch messer auf 
unterschiedlichen Wegen. Eine Moglichkeit ist, dalS die Teilchen aus geeigneten Vorstufen 
sy nthetisiert werden. Die andere Moglichkeit ist, dafi die Teilchen direkt eingesetzt 
werden. 

15 Im Fall, daf? bei Herstellung der Suspensionen Teilchen aus Vorstufen hergestellt werden, 
werden zunachst Metallsalze in Wasser gelost. Die Metallsalze haben die Zusammen- 
setzung MX n *yH 2 O f wobei M zum Beispiel ein Metall oder mehrere Metalle ausgewahlt 
aus der Gruppe Li, Na, K, Rb, Cs, Mg, Ca, Sr, Ba, Al, Sc, La, Y, Sn, Ti, Zr, Hf, Ag, Pb, 
Cu, Pr, Sm, Eu, Gd, Yb, Lu und Zn ist. X ist beispielsweise eines oder mehrere der 

20 Anionen N0 3 ", RO", "0 2 G-C0 2 " wahrend y eine Zahl grower oder gleich Null und n eine 
ganze Zahl zwischen 1 und 4 je nach Oxidationsstufe des Metallkations M n+ ist. Als 
Alkoxide RO" kbnnen beispielsweise Propoxid und Butoxid verwendet werden. 

Die erfindungsgemafSen Teilchen mit einem Teilchendurchmesser zwischen 200 nm und 
25 500 nm werden dann.entweder durch thermische Behandlung wie zum Beispiel Erhitzen 
unter Riickflufi, durch saure Behandlung wie beispielsweise Zugabe von Essigsaure, durch 
alkalische Behandlung wie Zugabe von Natronlauge oder Aufleiten von Ammbniak 
undVoder durch Zugabe des gewiinschten Gegenions erhalten. Die Gegenionen werden als 
Salze zu der wafirigen Metallsalzlosung gegeben und konnen beispielsweise Ammonium- 
30 salze wie NH 4 F oder Phosphate wie Natriummetaphosphat oder langkettige Polyphosphat- 
salze sein. 
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Die erhaltenen Suspensionen werden mit einem Assoziatiwerdicker und/oder einem 
Dispergiermittel versetzt. 

Alternativ konnen Teilchen wie beispielsweise Li 2 0, MgO, CaO, SrO, BaO, B 2 0 3 , A1 2 0 3 , 
5 SojOj, Y 2 Q 3 , La 2 0 3 , Si0 2 , GeC> 2 , Sn0 2 , Ti0 2 , Zr0 2 , Hf0 2 oder MgAl 2 0 4 mit einem 
Teilchendurchmesser zwischen 200 nm und 500 nm auch direkt in wafiriger Losung 
suspendiert und anschliefiend mit einem Ass oziatiwer dicker und/oder einem Dispergier- 
mittel versetzt werden. 


10 Besitzen die verwendeten Teilchen einen mittleren Teilchendurchmesser kleiner 200 nm 
werden diese gezielt agglomeriert. Dazu werden die Pulver der entsprechenden Teilchen in 
einer fliissigen Phase, welch e bevorzugt eine waf?rige Losung ist, dispergiert. Die fliissige 
Phase enthalt aufierdem Zusatze, die die kolloidale Stabilitat der dispergierten Teilchen 
beeinflussen. Als Zusatze konnen beispielsweise elektrostatische oder sterische Dispergier- 

15 mittel oder Elektrolyte wie Ammoniumhalogenide, Arnmoniumnitrate, organische 

Ammoniumsalze oder Salze von organ isch en Sauren wie Acetate, Citrate, Oxalate und 
Tartrate dienen. 


Die Dispergierung der Teilchen erfolgt durch Mahlen mit einer Kugelmiihle mit und ohne 
20 Ruhrwerk, Riihren mit einem Dissolver, Scherdispergieren mit einem Ultraturrax-Gerat, 
ein Ultraschallbad oder eine Ul tras ch alls onotr ode. Mit Hilfe der Dispergierleistung werden 
die Pulveragglomerate aufgebrochen und definierte Agglomeratgrofien erhaken. 

Die Suspensionen konnen weiterhin noch mit Additiven versetzt werden, die die 
25 FlieSeigenschaften der Suspensionen modifizieren und ihnen thixotrope Eigenschaften 

verleihen. Als solche Additive konnen kleine Zusatze von organischen, loslichen Polymeren 
wie Polyvinylalkohol, Poly acrylatderi vat e, assoziativ wirkenden Verdi ckern oder vollstandig 
dispergierte Kolloide verwendet werden. 


30 Zur gezielten Agglomeratbildung konnen auch sehr feinteilige Kolloide mit einem Teil- 
chendurchmesser von ungefahr 10 nm verwendet werden, die in warsriger Losung eine 
Oberflachenladung aufweisen, die entgegengesetzt zur Oberflachenladung der eingesetzten 
Teilchen ist. 
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Die auf diese verschiedenen Arten erhaltenen Suspensionen konnen durch verschiedenste 
Verfahren auf cue Schutzschicht 5 der Frontplatte 1 aufgebracht werden. Eine durchgehen- 
de Schicht kann durch Spincoating, Meniscuscoating oder Bladecoating aufgebracht wer- 
den. Wenn eine Strukturierung der Schicht gewiinscht ist, konnen Druckverfahren wie 
Siebdruck oder Flexodruck angewandt werden. 

Zur Trocknung der aufgebrachten Schichten werden diese mit Umluft, Warme, Infrarot- 
strahlung oder Kombinationen davon behandeit. Urn eine RifSbildung in der Schicht durch 
Schrumpfung zu verhindern, wird die Trocknung ausreichend langsam durchgefuhrt. Zur 
Entfernung der zugesetzten Stoffe wie der Elektrolyte, der Dispergiermittel oder der Poly- 
mere werden die Schichten nochmals thermisch nachbehandelt. Durch Erhitzen der 
Schichten auf 450 °C konnen die Zusatze ruckstandsfrei entfernt werden. In einigen Fallen 
kann es notig sein, Temperaturen von 600 °C anzuwenden, um eine vollstandige Pyrolyse 
der Polymere zu erreichen. Im Fall, dafi die aufgebrachte Suspension eine Vorstufe zu 
einem erfindungsgemafien Teilchen enthalt, flndet bei der thermischen Behandlung auch . 
die entsprechende Umwandlung statt. , , 

Anschliefiend wird die Frontplatte 1 zusammen mit weiteren Komponenten wie zum 
Beispiel einer Riickplatte 2 mit Adresselektroden 11, die von Phosphorschichten 10 in 
einer der drei Grundfarben rot, griin oder blau bedeckt sind, und einem Edelgasgemisch 
zur Herstellung eines AC-PIasmabildschirms verwendet. 

Bevorzugt wird die UV-Licht reflektierende Schicht 8 bei AC-Plasmabildschirmen, bei 
denen die Ansteuerung der Plasmazellen durch Wechselspannung erfolgt und bei denen die 
Entladungselektroden 6,7 von einer dielektrischen Schicht 4 bedeckt sind, verwendet. 
Grundsatzlich kann eine UV-Licht reflektierende Schicht auch bei DC-Plasmabildschir- 
men eingesetzt werden, bei denen die Entladungselektroden 6,7 nicht von einer dielektri- 
schen Schicht 4 bedeckt sind. 
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In Fig. 2 ist das Reflexionsverhalten einer erfiridungsgemajGen UV-Licht reflektierenden 
Schicht aus Si0 2 mit Teilchendurchmessern zwischen 10 und 110 nm und einer Schicht- . 
dicke von 3 um gezeigt. Das Maximum des Reflex ions vermogens der Schicht liegt im 
Bereich von 170 nm.Dies ist besonders vorteilhaft, da ein Grofiteil des UV-Lichtes bei 
einer Xenon-Entladung bei 172 nm emittiert wird. Im Wellenlangenbereich des sichtbaren 
Lichtes ist das Reflexionsvermogen der UV-Licht reflektierenden Schicht deutlich 
schwacher. 

Im folgenden werden Ausftihrungsformen der Erflndung erlautert, die beispielhafte Reali- 
sierungsmoglichkeiten darstellen. 

Ausfiihrungsbeispiel 1 

Der pH-Wert einer Losung von 4 g Mg(N0 3 ) 2 »6H 2 0 in 100 ml H 2 0 wurde durch 
Aufleiten von NH 3 iiber einen Zeitraum von 4 h auf 1 1.0 eingestellt. Dabei bildeten sich 
kolioidale Mg(OH) 2 -PartikeI mit eiriem mittleren Teilch en durchm ess er von 350 nm. Die 
Suspension wurde unter Riihren mit 10 ml einer 1 0-prozentigen Pigmentdispergiermittel- 
Losung und 10 ml einer 1 0-prozentigen Assoziatiwerdicker-Losung versetzt. Mittels 
Spincoaten wurde eine Schicht von Mg(OH) r Partikeln auf die Schutzschicht 5 einer 
Frontplatte 1, welche eine Glasplatte 3> eine dielektrische Schicht 4 aus PbO-haltigem 
Glas, eine Schutzschicht 5 aus MgO und zwei Entladungselektroden 6,7 aus ITO aufweist, 
aufgebracht. AnschlieSend wurde die gesamte Frontplatte 1 getrocknet, zwei Stunden bei 
450 °C nachbehandelt und das Mg(OH) 2 in MgO uberfuhrt. Die Schichtdicke der UV- 
Licht reflektierenden Schicht 8 aus MgO betrug 1.5 um. Anschliefiend wurde die Front- 
platte 1 zum Bau eines Plasmabildschirms verwendet, der erhohte Luminanz aufwies. 

Ausfiihrungsbeispiel 2 N 

100 ml einer 1 0-prozentigen kolJoidalen Suspension von Si0 2 -Partikeln mit einem Teil- 
ch en durch mess er von 200 nm wurden mit 10 ml einer 1 0-prozentigen Pigmentdispergier- 
mittel-Losung und 20 ml einer 1 0-prozentigen Assoziatiwerdicker-Losung versetzt. Das 
gesamte Gemisch wurde sorgfaltig gemischt. Mittels Spincoaten wurde Schicht von Si0 2 - 
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Partikeln als UV-Licht refTektierende Schicht 8 auf die Schutzschicht 5 einer Frontplatte 1, 
welche eine Glasplatte 3, eine dielektrische Schicht 4, eine Schutzschicht 5 und zwei 
Entladuhgselektroden 6,7 aufweist, aufgebracht. Die dielektrische Schicht 4 enthielt PbO- 
haltigem Glas, die Schutzschicht 5 enthielt MgO und die beiden Entladungselektroden 6,7 
waren aus ITO. Die gesamte Frontplatte 1 wurde getrocknet uncf zwei Stunden bei 450 °C 
nachbehandelt. Die Schichtdicke der UV-Licht reflektierenden Schicht 8 aus Si0 2 betrug 
0.5 um. AnschlieSend wurde die Frontplatte 1 zum Bau eines Plasmabildschirms verwen- 
det, der erhohte Luminanz aufwies. . 

Ausfuhrungsbeispiel 3 ^ - 

10 g Aluminium- /f^propyiat wurden in 150 ml H 2 0, welches zuvor auf 70 °C erwarrht 
wurde, gegeben. Das Gemisch wiirde 2 h unter Riickfluf? erhitzt und dann mit 0.5 ml 
Eisessig versetzt. Anschliefiend wurde das gesamte Gemisch nochmals 10 h unter Riickflufi 
erhitzt. Es wurde eine Suspension erhalten, die A1 2 0 3 - Part ikel mit einem mittleren 
Partikeldurchmesser von 300 nm aufwies. Nach Zugabe von 10 ml einer 10-prozentigen 
Assoziatiwerdicker-Losung wurde die erhaltene Suspension sorgfaltig durchmischt. Mittels* 
Spincoaten wurde eine Schicht von AI 2 0 3 - Partikeln als UV-Licht reflektierende Schicht 8 
auf die Schutzschicht 5 einer Frontplatte 1, welche eine Glasplatte 3, eine dielektrische 
Schicht 4 aus PbO-haltigem Glas, eine Schutzschicht 5 aus MgO und zwei Entladungs- 
elektroden 6,7 aus ITO aufweist, aufgebracht. Die gesamte Frontplatte 1 wurde getrocknet 
und zwei Stunden bei 450 °C nachbehandelt. Die Schichtdicke der UV-Licht reflektieren- 
den Schicht 8 aus A1 2 0 3 betrug 0.8 um. AnschliefSend wurde die Frontplatte 1 zum Bau 
eines Plasmabildschirms verwendet, der erhohte Luminanz aufwies. 

Ausfuhrungsbeispiel 4 

Eine Losung von 4 g Mg(N0 3 ) 2 *6H 2 0 und 1.2 g NH„F in 100 ml H 2 0 wurde durch 
Zugabe von 2M Natronlauge auf einen pH-Wert von 7-5 eingestellt. Durch Aufleiten von 
NH 3 uber einen Zeitraum von 4 h wurde der pH- Wert auf 1 1.0 erhoht. Dabei bildeten 
sich MgF 2 -Partikel mit einem Partikeldurchmesser von durchschnittlich 400 nm. Die 
erhaltene Suspension wurde mit 10 ml einer 10-prozentigen Pigmentdispergiermittel- 
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Losung und 10 ml einer 10-prozentigen Assoziatiwerdicker-Losung versetzt. Mittels 
Spincoaten wurde eine Schicht von MgF 2 -Partikeln als UV-Licht reflektierende Schicht 8 
auf die Schutzschicht 5 einer Frontplatte 1, welche eine Glasplatte 3, eine dielektrische 
Schicht 4, eine Schutzschicht 5 und zwei Entladungselektroden 6,7 aufweist, aufgebracht. 
Die dielektrische Schicht 4 enthielt PbO-haltiges Glas, die Schutzschicht 5 enthielt MgO 
und die beiden Entladungselektroden 6,7 waxen aus ITO. Die gesamte Frontplatte 1 
wurde getrocknet und zwei Stunden bei 450 °C nachbehandelt. Die Schichtdicke der UV- 
Licht reflektierenden Schicht 8 aus MgF 2 betrug 1.0 urn. AnschliefSend wurde die Front- 
platte 1 zum Bau eines Plasmabildschirms verwendet, der erhohte Luminanz aufwies. 

Ausfuhrungsbeispiel 5 

Der pH-Wert einer Losung von 2.0 g Ca(N0 3 ) 2 »4H 2 0 in 50jml H 2 0 wurde durch 
Zugabe von 2M Natronlauge auf einen pH-Wert von 7.5 eingestellt. Diese Losung wurde 
langsam zu einer Losung von 1.7 g Natriummetaphosphat (Grahamsches Salz) in 50 ml 
H 2 0 getropft. Nach 1 h Riihren wurde eine Suspension in der sich Calciumphosphat- 
Partikel mit einem Partikeldurchmesser von 270 nm bis 290 nm befanden erhalten. Die 
Suspension wurde unter Riihren rriit 10 ml einer 10-prozentigen Pigmentdispergiermittel- 
Losung versetzt. Mittels Spincoaten wurde eine Schicht von Ca 3 (P0 4 ) 2 -Partikeln als UV- 
Licht reflektierende Schicht 8 auf die Schutzschicht 5 einer Frontplatte 1, welche eine 
Glasplatte 3, eine dielektrische Schicht 4, eine Schutzschicht 5 und zwei Entladungs- 
elektroden 6,7 aufweist, aufgebracht. Die dielektrische Schicht 4 enthielt PbO-haltiges 
Glas, die Schutzschicht 5 enthielt MgO und die beiden Entladungselektroden 6,7 waren 
aus ITO. Die gesamte Frontplatte 1 wurde getrocknet und zwei Stunden bei 450 °C 
nachbehandelt. Die Schichtdicke der UV-Licht reflektierenden Schicht 8 aus Ca 3 (P0 4 ) 2 
betrug 0.7 urn. Anschliefiend wurde die Frontplatte 1 zum Bau eines Plasmabildschirms 
verwendet, der erhohte Luminanz aufwies. 

'Ausfuhrungsbeispiel 6 

150 g A1 2 0 3 , welches durch Flammenpyrolyse hergestellt wurde und einen Teilchendurch- 
messer bis zu 200 nm aufweist, wurde langsam in eine 0.005 molare Losung von 
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Ammoniumacetat in 500 ml destilliertem Wasser mit einem Riihrer eingeriihrt. Nach 
beendeter Zugabe wurde die erhaltene Suspension 15 min mit einer UltraschaJIsonotrode 
behandelt. Unter Riihren wurde die Suspension mit 25.0 ml einer 4.7%igen waJKrigen 
Polyvinylalkohol-Losung versetzt. Anschliefiend wurde die Suspension durch Filtration 
5 gereinigt. 

Mittels Spincoaten wurde eine Schicht von Al 2 0 3 -Partikeln als UV-Licht reflektierende 
Schicht 8 auf die Schutzschicht 5 einer Frontplatte 1, welche eine Glasplatte 3, eine dielek- 
trische Schicht 4,. eine Schutzschicht 5 und zwei Entladungselektroden 6,7 aufweist, aufge- 

10 bracht. Die dielektrische Schicht 4 enthielt PbO, die Schutzschicht 5 enthielt MgO und 
die beiden Entladungselektroden 6,7 waren aus ITO. Die Frontplatte 1 wurde zunachst 
getrocknet und dan n 2 h einer thermischen Nachbehandlung bei 450 °C unterzogen. Die 
Schichtdicke der UV-reflektierenden Schicht 8 aus A1 2 0 3 betrug 2.0 um. Anschliefiend 
wurde die Frontplatte 1 zum Bau eines Plasmabildschirms verwendet, der erhohte Lumi- 

15 nanz aufwies. 

Ausfiihrungsbeispiel 7 

Eine Losung von 21.4 mg Ammoniumchlorid p. a. in 400 g destilliertem Wasser wurde mit 
20 einem Riihrer bei Raumtemperatur geriihrt und langsam mit 200 g pyrogener Kieselsaure 
mit einem Teil ch en durch mess er zwischen 10 und 1 10 nm versetzt. Nach beendeter 
Zugabe wurde die erhaltene Suspensioh 60 min in ein Ultraschallbad gestellt, wobei die 
Suspension weiterhin geriihrt wurde. Unter Riihren wurde die Suspension mit 5.0 ml einer 
l%igen waErigen Polymer-Losung eines Assoziatiwerdickers, welche mittels Ammoniak 
25 auf einen pH-Wert von 9.5 eingestellt worden war, versetzt. AnschlieKend wurde die 
erhaltene Suspension durch Filtration gereinigt. 

Mittels Spincoaten wurde eine Schicht von SiO r Partikeln als UV-Licht reflektierende 
Schicht 8 auf die Schutzschicht 5 einer Frontplatte 1, welche eine Glasplatte 3, eine 
30 dielektrische Schicht 4, eine Schutzschicht 5 und zwei Entladungselektroden 6 J aufweist, 
aufgebracht. Die dielektrische Schicht 4 enthielt PbO-haltiges Glas, die Schutzschicht 5 
enthielt MgO und die beiden Entladungselektroden 6,7 waren aus ITO. Die Frontplatte 1 
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wurde zunachst getrocknet und dann 2 h einer thermisclien Nachbehandlung be?450:°C 
unterzogen. Die Schichtdicke der. UV-reflektierenden Schicht 8 aus Si0 2 betrug 3.0 um. 
Anschlidflend wurde die Frontplatte 1 zum Bau eines Plasmabildschirms verwendet, der 
. erhohte Luminanz aurwies. 

Weiterhin wurde eine gereinigte Quarzplatte mit der Suspension durch Spincoaten 
beschichtet. Nach Trocknen im Trockenschrank und Nachbehandlung der beschichteten 
Quarzplatte bei 450 °C an Luft wurde eine transparente Si0 2 - Schicht mit einer Schicht- 
dicke von 3-0 um erhalten. In Fig. 2 ist die Reflexion dieser Si0 2 -Schicht als Funktion der 
Wellenlange im Bereich von 100 nm bis 600 nm dargestellt. 

Ausfuhrungsbeispiel 8 

Eine 0.003 molare Losung von 250 g Ammoniumfluorid p. a. in destilliertem Wasser 
wurde mit einem Riihrer bei Raumtemperatur geriihrt und langsam mit 100 g amorphem 
Si0 2 mit einem Teilchendurchmesser von 20 nm versetzt., Nach beendeter Zugabe wurde 
die erhaltene Suspension 10 min mit einem Ultraturrax-Riihrstab behandeit. Unter Rtih- 
r en wurde die Suspension mit 50 ml einer 10%igen wafirigen Suspension einer vollstandig 
dispergierten, pyrogenen Kieselsaure mit einer TeilchengrbCe zwischen 10 und 20 nm ver- 
setzt. AuKerdem wurde eine wafirige Losung von 33 g Polyacrylamid unter Riihren zu der 
Suspension gegeben. Anschliefiend wurde die erhaltene Suspension durch Filtration gereinigt. 

Mittels Spincoaten wurde eine Schicht von Si0 2 -Partikeln als UV-Licht reflektierende 
; Schicht 8 auf die Schutzschicht 5 einer Frontplatte 1, welche eine Glasplatte 3, eine 
dielektrische Schicht 4, eine Schutzschicht 5 und zwei Entladungselektroden GJ aufweist, 
aufgebracht. Die dielektrische Schicht 4 enthielt PbO-haltiges Glas, die Schutzschicht 5 
enthielt MgO und die beiden Entladungselektroden 6,7 waren aus ITO. Die Frontplatte 1 
wurde zunachst getrocknet und dann 2 h einer thermischen Nachbehandlung bei 490 °C 
unterzogen. Die Schichtdicke der UV-reflektierenden Schicht 8 aus Si0 2 betrug 2.5 um. 
Anschliefiend wurde die Frontplatte 1 zum Bau eines Plasmabildschirms verwendet, der 
erhohte Luminanz aufwies. 


- 


PHD 99-118 


PATENTANSPROCHE 


1. Plasmabildschirm mit einer Frontplatte (1), die eine Glasplatte (3), auf der eine 
dielektrische Schicht (4) und eine Schutzschicht (5) aufgebracht sind, aufweist, einer 
Riickplatte (2), einer Anzalil von dazwischen angeordneten, durch Trennwande getrennte, 
Gas enthaltene Plasmazellen, und mehreren Elektroden (6,7,1 1) auf der Frontplatte (1) 
und der Riickplatte (2) zur Erzeugung von stiilen eiektrischen Ladungen, 

dadurch gekennzeichnet, 

dafi auf der Schutzschicht (5) eine UV-Licht reflektierende. Schicht (8) aufgebracht ist. 

2. Plasmabildschirm nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet , 

dafi die UV-Licht reflektierende Schicht (8) Oxide der Zusammensetzung M 2 0 wie Li 2 0 
oder Oxide der Zusammensetzung MO, wobei M ausgewahlt ist aus der Gruppe Mg, Ca, 
Sr und Ba oder Oxide der Zusammensetzung M 2 0 3 , wobei M ausgewahlt ist aus der 
Gruppe B, Al, Sc, Y und La oder Oxide der Zusammensetzung M0 2 , wobei M ausgewahlt 
ist aus der Gruppe Si, Ge, Sn, Ti, Zr und Hf oder Oxide der Zusammensetzung 
M'M" 2 0 4 , wobei M' ausgewahlt ist aus der Gruppe Mg, Ca, Sr und Ba und M" ausge- 
wahlt ist aus der Gruppe AJ, Sc, Y und La oder Fluoride der Zusammensetzung MF, wobei 
M ausgewahlt ist aus der Gruppe Li, Na, K, Rb, Cs und Ag oder Fluoride der Zusammen- 
setzung MF 2 , wobei M ausgewahlt ist aus der Gruppe Mg, Ca, Sr, Ba, Sn, Cu, Zn und Pb 
oder Fluoride der Zusammensetzung MF 3 , wobei M ausgewahlt ist aus der Gruppe La, Pr, 
Sm, Eu, Gd, Yb und Lu oder Fluoride der Zusammensetzung M , M"F 3 , wobei M' ausge- 
wahlt ist aus der Gruppe Li, Na, K, Rb und Cs und M" ausgewahlt ist aus der Gruppe 
Mg, Ca, Sr und Ba oder Phosphate der Zusammensetzung M 3 P0 4 , wobei M ausgewahlt ist 
aus der Gruppe Li, Na, K, Rb und Cs oder Phosphate der Zusammensetzung M 3 (P0 4 ) 2 , 
wobei M ausgewahlt ist aus der Gruppe Mg, Ca, Sr und Ba oder Phosphate der 
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Zusammensetzung MP0 4 , wobei M ausgewahlt ist aus der Gruppe Al, Sc, Y, La, Pr, Sm, 
Eu, Gd, Yb und Lu oder Phosphate der Zusammensetzung M 3 (P0 4 ) 4 , wobei M ausgewahlt 
ist aus der Gruppe Ti, Zr und Hf oder Metaphosphate mit einer Kettenlange n zwischen 3 
und 9 und der Zusammensetzung (M^P0 3 ) n , wobei x = 1, wenn M ausgewahlt ist aus der 
5 Gruppe Li, Na, K, Rb und Cs, x = V 2 , wenn M ausgewahlt ist aus der Gruppe Mg, Ca, Sr, 
Ba, Sn, Cu, Zn und Pb, x = V 3 , wenn M ausgewahlt ist aus der Gruppe Al, Sc, Y, La, Pr, 
Sm, Eu, Gd, Yb und Lu und x = 7 4 , wenn M ausgewahlt ist aus der Gruppe Ti, Hf und Zr 
oder Polyphosphate mit einer Kettenlange n zwischen 10 1 und 10 6 und der Zusammen- 
setzung (M x P0 3 ) n , wobei x = 1, wenn M ausgewahlt ist aus der Gruppe Li, Na, K, Rb und 

10 Cs, x = V 2 , wenn M ausgewahlt ist aus der Gruppe Mg, Ca, Sr, Ba, Sn, Cu, Zn und Pb, 
x = V 3 , wenn M ausgewahlt ist aus der Gruppe Al, Sc, Y, La, Pr, Sm, Eu, Gd, Yb und Lu 
und x = V 4 , wenn M ausgewahlt ist aus der Gruppe Ti, Hf und Zr oder Hydrogenpho- 
sphate der MH 2 P0 4 , wobei M ausgewahlt ist aus der Gruppe Li, Na, K, Rb und Cs oder 
NH 4 H 2 P0 4 oder Diamant enthalt. 

15 , 

3. Plasmabildschirm nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet , 

dafi die UV-Licht reflektierende Schicht (8) Teilchen mit einem Teilchendurchmesser 
zwischen 200 nm und 500 nm enthalt. 

20 

4. Plasmabildschirm nach Anspruch 3, 
dadurch gekennzeichnet . 

dafi die UV-Licht reflektierende Schicht (8) eine Dicke von 0.5 um bis 5 um aufweist. 

25 5- Plasmabildschirm rtach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet , 

da£ die UV-Licht reflektierende Schicht (8) Agglomerate aus Teilchen mit einem 
TeilchengroSe zwischen 10 nm lind 200 nm enthalt. 


-:i8 - 


PHD 99-118 


6. Plasmabildschirm nach Anspruch 5, 
dadurch gekennzeichnet , 

da£ die UV-Licht reflektierencie Schicht (8) eine Dicke vqn 0.2 urn bis 10 um aufweist. 

7. Plasmabildschirm nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet , , , 

dafc die UV-Licht reflektierende Schicht (8) die Schutzschicht (5) komplett oder nur zum 
Teil bedeckt. 
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